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Testul 1- probă practică şi orală
Modulul: Dispozitive electronice
Competenţe: 

· Selectează dispozitive  electronice discrete
· Determină  funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete   într- un   montaj
· Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete
Obiectivele evaluării:

· să determine funcţionarea TEC-J pe baza caracteristicilor statice 
· să măsoare corect parametrii tranzistoarelor cu efect de câmp

· să recunoască regimurile de funcţionare ale TEC-J

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul parcurgerii temei 1: Tranzistoare cu efect de âmp cu grila-joncţiune şi reprezintă un instrument de evaluare a obiectivelor integratoare pentru tema dată.

 Tipul testului: probă practică şi probă orală 
Tema : Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-joncţiune – TEC-J
Durata evaluării 

Timp de lucru: 4 ore

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate avea loc în laboratorul de electronică, elevii pot fi împărţiţi în grupe de câte 4, fiecare grupă va primi o foaie cu cerinţele testului şi fişa de lucru. Măsurările vor fi efectuate, pe rând, de fiecare elev, iar întocmirea referatelor va fi realizată individual de către fiecare elev. 

Informaţiile pentru evaluarea individuală se pot obţine prin observarea elevului în procesul îndeplinirii sarcinilor de lucru, examinarea rezultatelor muncii sale, precum şi prin întrebări orale. Toate acestea pot furniza dovezi privind abilităţile practice şi diferitele modalităţi de utilizare a  cunoştinţelor dobândite.
Enunţ: Realizaţi montajul din figură, efectuaţi măsurătorile necesare şi trasaţi caracteristicile de ieşire şi de transfer ale tranzistorului din schemă , urmând indicaţiile din fişa de lucru. Elementele din circuit sunt: R1= 10kΩ;  R2= 1MΩ; RD=1kΩ; surse de tensiune variabilă în c.c. : EG, ED = 0÷20 V;  tranzistor cu canal n   BF 245 C ; aparate de măsură: multimetre digitale sau analogice.
 La finalul lucrării întocmiţi un referat care să conţină:  schema electrică a montajului, tabelele completate, graficele caracteristicilor statice de ieşire şi de transfer obţinute , identificarea parametrilor specifici (curentul IDmax, curentul IDSS pentru UGS=0,   tensiunea de prag UP), observaţii şi concluzii pentru interpretarea datelor experimentale obţinute .
Fişa de lucru 
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1. Trasarea caracteristicilor statice de ieşire ID=f(UDS) pentru UGS=const

· Reglaţi sursa EG astfel încât valoarea tensiunii UGS să fie 0V şi menţineţi-o constatntă. Folosind sursa ED, se reglează  tensiunea UDS crescând valoarea ei, pe rând, până la 10V, în trepte de 1V. Pentru fiecare valoare a tensiunii UDS se măsoară intensitatea curentului de drenă ID şi se înscriu valorile obţinute în tabelul 1. 
· Reglaţi valoarea tensiunii UGS= – 1V, menţineţi-o constatntă şi creşteţi tensiunea UDS pe rând, în trepte de 1V, la fel ca în cazul precedent. Valorile  corespunzătoare obţinute ale curentului de drenă ID se înscriu  în tabelul 1.

· Repetaţi măsurătorile pentru următoarele valori menţinute constante ale tensiunii grilă-sursă : UGS = – 2V;  – 3V;  – 4V şi completaţi datele obţinute în tabelul 1.

· Reprezentaţi, punct cu punct, familia caracteristicilor statice de ieşire  ID=f(UDS) pentru diferitele valori UGS=const,  folosind datele din tabelul 1.
Tabelul 1.
	
	UDS [V]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	UGS= 0V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UGS= – 1V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UGS= – 2V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UGS= – 3V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UGS= – 4V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· 2. Trasarea caracteristicilor statice de transfer ID=f(UDS) pentru UGS=const
· Reglaţi sursa ED astfel încât valoarea tensiunii UDS să fie 10 V şi menţineţi-o constatntă.
· Măsuraţi curentul de drenă ID pentru valori ale tensiunii UGS= 0V,  – 1V, – 2V,…  – 5V  crescând până la tensiunea de prag (de tăiere), când curentul de drenă devine practic nul. Valorile obţinute se înscriu în tabelul 2.
· Repetaţi măsurătorile pentru o tensiune constantă UDS = 15V şi completaţi datele în tabelul 2.
· Trasaţi caracteristicile statice de transfer ID=f(UGS) cu  UDS=const.  folosind datele din tabelul 2.
Tabelul 2. 
	
	UGS [V]
	0
	– 1
	– 2
	– 3
	– 4
	– 5
	– 6

	UDS= 10V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	

	UDS= 15V
	ID [mA]
	
	
	
	
	
	
	


Barem de evaluare şi notare a elevului 
	Nr. crt.
	Criteriul
	Punctaj alocat prin barem
	Puncatj acordat elevului

	A. Criterii de apreciere a performanţei la proba practică:



	1.
	 Realizeză corect montajul conform schemei electronice date
	4
	

	2.
	Utilizează corect aparatele de măsură 
	6
	

	3.
	Citeşte corect indicaţiile aparatelor de măsură
	6
	

	4.
	Completeză corect tabelele 
	4
	

	5.
	Reglează corect sursele de tensiune
	4
	

	6.
	Trasează corect caracteristicile de ieşire 
	10
	

	7.
	Trasează corect caracteristicile de transfer
	6
	

	8.
	Întocmeşte în mod  complet referatul 
	2
	

	9.
	Amenajează corespunzător locul de muncă
	4
	

	10.
	Respectă normele de tehnica şi securitatea muncii în laborator
	4
	

	B. Criterii de apreciere a performanţei la proba orală:



	11.
	Identifică componentele circuitului
	6
	

	12.
	Identifică conexiunea în care lucrează TEC-J din schema dată
	4
	

	13.
	Precizează parametrii specifici ai TEC-J
	6
	

	14.
	Interpretează valorile limită ale parametrilor conform datelor de catalog
	6
	

	15.
	Defineşte caracteristicile statice de ieşire şi de transfer
	8
	

	16.
	Identifică regimul de saturaţie şi cel de rezistenţă liniară în planul caracteristicilor de ieşire
	2
	

	17.
	Identifică tipurile de defecte ale TEC-J
	6
	

	Total 
	90
	


Instrucţiuni pentru evaluatori 
Evaluarea se va face pentru 100 puncte, din care 10 puncte se acordă din oficiu .

Pentru fiecare criteriu urmărit  se va acorda punctajul prevăzut în barem. Se acordă punctaje parţiale în cazul în care criteriul vizat este doar parţial realizat. Nu se acordă punctaje parţiale în cazul neîndeplinirii sarcinii de lucru.

Testul 2 – Probă scrisă
Modulul: Dispozitive electronice

Competenţe: 
· Identifică dispozitivele electronice discrete. 

· Selectează dispozitivele electronice discrete.
· Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete  într-un montaj.
Obiectivele evaluării:

· să recunoască TEC-J după simbol 

· să identifce terminalele TEC-J

· să precizeze parametrii specifici

· să recunoască tipurile de conexiuni ale TEC-J

· să identifice polarizarea TEC-J

· să determine punctul static de funcţionare 
Prezentarea testului 
Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-joncţiune . 
Tipul testului: Probă scrisă  care cuprinde – itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de asociere,  itemi de completare, itemi cu răspuns scurt,  rezolvare de probleme.
Durata evaluării – 50 minute
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Fiecare elev va primi o fişă de lucru cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.
Enunţ: 
SUBIECTUL I                                                                                                30 puncte  

  Alegeţi răspunsul corect pentru următoarele întrebări:

 1. Ce reprezintă simbolul din figura de mai jos?      
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a.  TEC-J cu canal n

b. TEC-J cu canal p

c. Tranzistor bipolar npn

d. Tranzistor bipolar pnp

2.  Cum se numesc terminalele tranzistorului cu efect de câmp din figura de la punctul precedent ?
a. 1 – emitor,  2 – bază    şi 3 – colector. 

b. 1 – sursă,   2 – drenă   şi 3 – poartă.

c. 1 – drenă,   2 – poartă  şi 3 – sursă.

d. 1 – bază,    2 – emitor  şi 3 –  colector.

3. Ce purtători de sarcină electrică participă la conducţia curentului în TEC-J ?
 a. numai electronii

 b. numai golurile
 
 c. un singur tip de purtători, în funcţie de canalul TEC-J

 d. ambele tipuri de purtători, simultan

4. Când este maxim curentul printr-un TEC-J?
a. când tensiunea între poartă şi sursă este nulă


b. când poarta este polarizată direct faţă de S


c. când poarta este polarizată invers faţă de S
5. Cum este impedanţa de intrare la un TEC-J?
a. foarte mare


b. foarte mică


c. este în funcţie de semnalul de la intrare.

d. este în funcţie de circuitul în care se conectează 

6. Tranzistorul în conexiunea cu sursa comună lucrează :

a. cu terminalul sursă legat la masă. 

b. cu terminalul drenă legat la masă.

c. cu terminalul grilă legat la masă.

d. cu oricare terminal legat la masă.
SUBIECTUL II                                                                                            30 puncte  
1. Realizaţi asocierea dintre cifrele coloanei A şi literele coloanei B  astfel încât să fie stabilită corect corespondenţa tranzistoarelor cu efect de câmp cu cele bipolare. Identificaţi cărui tip de tranzistor aparţin terminalele din fiecare coloană completând spaţiile libere punctate.                                                                                                     

	A. Terminalele tranzistorului…………..


	B. Terminalele tranzistorului…………..

	1. sursă
	a) baza

	2. poartă
	b) colector

	3. drenă
	c) emitor


2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:

a. Faţă de tranzistoarele bipolare, TEC-urile au un curent de intrare mult mai mic.

b. Curentul elactric din TEC-J este realizat prin deplasarea simultană a ambelor tipuri de sarcini electrice

c. Circulaţia curentului la TEC-J se face printr-un canal a cărui  conductanţă este controlată de un câmp electric.

d. TEC-J este un dispozitiv electronic comandat prin curentul de intrare. 
e. Tranzistoarele cu efect de câmp se mai numesc tranzistoare unipolare.
3. Completaţi enunţurile de mai jos astfel încât ele să devină corecte :
a. Relaţiile următoare, ID=f(UDS) pentru UGS=const., reprezintă caracteristicile statice de ….(1)….. pentru TEC-J.

b. Ansamblul valorilor mărimilor electrice ID, UGS şi UDS, ce caracterizează starea TEC-J în repaus, reprezintă .....(2).....

SUBIECTUL III                                                                                                 30 puncte  

1. Enumeraţi 3 parametrii specifici ai TEC-J
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2. În circuitul alăturat se cunosc:UDD=20V, RD=2KΩ, RG=2MΩ, RS=600Ω. Să se determine p.s.f.-ul tranzistorului în cazul în care tensiunea UGS= –3V. 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Instrucţiuni pentru elevi 

· Citiţi testul cu atenţie
· La subiectul III scrieţi rezolvarea problemei pe  foaia pe care o predaţi pentru evaluare, nu doar rezultatele problemei

Barem de corectare şi notare pentru testul 3: 

Subiectul I  -  30 puncte (6 x 5p)
1. – b ; 2. – b ; 3 – c ; 4 – a ; 5 – a; 6 – a .
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns  greşit sau absenţa lui, 0 puncte .       
SUBIECTUL II – 30 puncte
1. A. terminalele tranzistorului cu efect de câmp  – 2puncte

    B. terminalele tranzistorului bipolar                    – 2 puncte 
                                 1 – c ;  2 – a ; 3 – b .               – 6 puncte (3x2p)

2. a. – A ;  b. – F ; c. – A ; d. – F; e – A .                 – 10 puncte (5x2p)
3. (1) – de transfer ;  (2) – punctul static de funcţionare – 10 puncte (2x5p)

SUBIECTUL III   - 30 puncte 
1. Parametrii specifici  ai TEC-J :                                               – 9 puncte  (3x3p)
 - curentul maxim de drenă IDmax
- curentul de saturaţie pentru tensiunea de grilă nulă IDSS
- tensiunea de prag UP
2. Rezolvarea problemei                                                             – 21 puncte 
care se acordă astfel:
- se acordă 3 puncte pentru identificarea p.s.f. : ID , UDS şi UGS 
- Deoarece curentul de grilă este nul atunci IS=ID    -   2 puncte pentru relaţie
 şi, de aici, UGS = –RSID.             -   2 puncte pentru relaţie
 Rezultă ID=–UGS/RS;  .             -   2 puncte pentru relaţie
ID= –(–3V)/600Ω = 5mA.           -   2 puncte pentru calcule şi 2 puncte pentru unitatea de măsură
- Din legea a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de ieşire 

UDD= RDID+ UDS+ RSID           -   2 puncte pentru relaţie
rezultă UDS = UDD–(RS+RD)ID  -   2 puncte pentru relaţie
UDS = 20 – 5∙10-3 (600+2000)= 20– 13=7V -   2 puncte pentru calcule şi 2 puncte pentru unitatea
Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării
Se vor analiza răspunsurile elevilor şi în funcţie de acestea, se vor relua sau nu anumite informaţii despreTEC-J. Dacă se impune se poate reface testul cu unul asemănător. 
Testul 3 - probă practică şi orală
Modulul: Dispozitive electronice

Competenţe: 
· Identifică dispozitivele electronice discrete
· Selectează dispozitive  electronice discrete
· Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete
Obiectivele evaluării:

· să verifice  funcţionalitatea TEC-MOS 
· să identifice terminalele TEC-MOS 
· să utilizeze cataloagele de componente electronice

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat în timpul parcurgerii temei 2, Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-izolată,  la finalul unei activităţi de învăţare sau poate fi utilizat ca parte din evaluarea sumativă la finalul modulului.
 Tipul testului: probă practică şi probă orală 
Tema : Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-izolată  – TEC-MOS
Durata evaluării : Timp de lucru: 50 min
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea
Testul va avea loc în laboratorul de electronică sau în atelierul de instruire practică. 

Dacă se evaluează o activitate de învăţare, elevii pot fi împarţiţi în grupe mici, rezolvănd sarcinile testului în echipă. Dacă evaluarea este sumativă, atunci fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare. 

Dovezile privind abilităţile practice şi modul de utilizare a cunoştinţelor dobândite pot fi obţinute prin observarea elevului în procesul îndeplinirii sarcinilor de lucru, examinarea rezultatelor muncii sale, precum şi prin întrebări orale.
Enunţ : 
1. Verificaţi starea de funcţionare a tranzistoarelor din setul dat.

2. Identificaţi poziţionarea terminalelor pe capsulă.

3. Precizaţi principalii parametrii limită conform datelor de catalog.

Materiale necesare:

-  set de 4 tranzistoare TEC-MOS diferite, 3 din ele fiind marcate, iar unul fară marcaj, 

- multimetru analogic sau digital

- catalog de componente electronice,  acces la Internet
A. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică
1. Manevrarea tranzistorului în condiţii de siguranţă                          1p 

2. Corelarea aparatului de măsură cu mărimea de măsurat              1p

3. Măsurarea rezistenţelor între terminalele tranzistorului                 1p

4. Respectarea etapelor de măsurare                                                1p

5. Utilizarea cataloagelor de componente electronice                        1p

B.Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală:

1. Interpretarea datelor măsurate                                                        1p                                              

2. Identificarea starii de funcţionare                                                    1p

3. Cunoaşterea tipurilor de defecte                                                     1p

4. Identificarea  terminalelor pe capsulă                                             1p

Stabilirea notei finale

 Se însumează punctele obţinute la ambele probe. Se acordă un punct din oficiu.
Testul 4 – Probă scrisă
Modulul: Dispozitive electronice

Competenţe: 

· Identifică dispozitivele electronice discrete. 

· Selectează dispozitivele electronice discrete.
· Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete  într-un montaj.
Obiectivele evaluării:

· să recunoască TEC-MOS după simbol 

· să identifce terminalele TEC-MOS

· să precizeze parametrii specifici

· să descrie funcţionarea TEC-MOS

Prezentarea testului 

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-joncţiune . 
Tipul testului: Probă scrisă  care cuprinde – itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de asociere,  itemi de completare, itemi cu răspuns scurt,  rezolvare de probleme.

Durata evaluării – 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Fiecare elev va primi o fişă de lucru cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.
Enunţ: 
SUBIECTUL I                                                                                                30 puncte  

  Alegeţi litera care indică  răspunsul corect pentru următoarele întrebări:

1. Cum pot fi clasificate TEC-MOS?

a. cu canal iniţial şi cu canal aparent

b. cu canal iniţial şi cu canal îngropat

c. cu canal indus şi cu canal iniţial

d. cu canal indus şi cu canal suprapus 

2. Cum este impedanţa de intrare la un TEC-MOS?
a. foarte mică
b. foarte mare
c. nulă 
d. este în funcţie de semnalul de la intrare.
3. Ce tensiuni de intrare şi de ieşire are TEC-MOS dacă lucrează în conexiune cu sursa comună?

a. UDS la intrare şi UGS la ieşire

b. UGD la intrare şi UGS la ieşire

c. UGS la intrare şi UDS ieşire

d. UGS la intrare şi UGD ieşire

4. Caracteristicile statice de ieşire ale unui TEC-MOS sunt exprimate prin relaţiile :

a. ID=f(UDS), cu UGS=const
b. ID=f(UGS), cu UDS=const
c. UGS =f(UDS), cu ID =const
d. UDS=f(ID), cu UGS=const
5. Ce efect are creşterea tensiunii de grilă la un TEC-MOS cu canal iniţial?

a. scade rezistenţa canalului 

b. creşte rezistenţa canalului

c. scade conductanţa canalului

d. nu are niciun effect asupra rezistenţei canalului

6. Protejarea TEC-MOS în timpul transportului şi manipulării se face pentru a evita:

a. creşterea întâmplătoare a rezitenţei canalului

b. scurtcircuitarea terminalelor

c. ecranarea împotriva sarcinilor electrice

d. încărcarea accidentală a porţii cu  sarcini electrice  

SUBIECTUL II                                                                                            30 puncte  
1. Recunoaşteţi tranzistoarele după simbol  făcând asocierea  cifrelor din coloana A, reprezentând tipuri, cu literele din coloana B, corespunzătoare simbolurilor. 

	A. Tipuri de TEC-MOS
	B. Simboluri



	1. TEC-MOS cu canal iniţial de tip p

	a. [image: image3.emf]

	2. TEC-MOS cu canal indus    de tip p

	b. [image: image4.emf]

	3. TEC-MOS cu canal iniţial  de tip n
	c. [image: image5.emf]

	4. TEC-MOS cu canal indus de tip n

	d. [image: image6.emf]


2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:

a. La tensiune de grilă zero curentul de drenă la TEC-MOS cu canal indus  nu este nul ci are o anumită valoare.

b. Un TEC-MOS cu canal iniţial  poate fi comandat cu tensiuni de poartă atât pozitive cât şi negative. 
c. Pentru tranzistoarele MOS cu canal indus tensiunile de pe drenă şi grilă au aceeaşi polaritate şi de aceea se poate folosi o sursă unică de c.c. pentru polarizare.
d. La TEC-MOS cu canal indus  canalul conductor se formează în orice condiţii.

SUBIECTUL III                                                                                                 30 puncte  

1.  Desenaţi schematic structura internă a unui TEC-MOS cu canal indus de tip n şi aplicaţi polarizarea. 
2. Trasaţi, punct cu punct, graficul caracteristicilor de ieşire  pentru un TEC-MOS, folosind datele din tabelul următor: 

	UDS (V)
	ID (mA) pentru valori constante ale UGS

	
	UGS= –1V
	UGS= –0,5V
	UGS= 0V
	UGS= +0,5V
	UGS= +1V

	– 8 V
	6
	4,8
	3,8
	2,9
	2,2

	– 12V
	7
	5,6
	4,6
	3,6
	2,8

	– 16V
	7,7
	6,4
	5,2
	4,2
	3,0


Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Instrucţiuni pentru elevi 

· Citiţi testul cu atenţie

· La subiectul III 2. determinaţi  punctele prin care trec  caracteristicile, folosind o foaie milimetrică sau cu pătrăţele . Uniţi apoi aceste puncte pentru obţinerea caracteristicilor.
Barem de corectare şi notare pentru testul 4: 

Subiectul I  -  30 puncte (6 x 5p)
1. – c ; 2. – b ; 3 – c ; 4 – a ; 5 – a; 6 – d .
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns  greşit sau absenţa lui, 0 puncte .       
SUBIECTUL II – 30 puncte

1. 1 – c;  2 – b;   3 – d;  4 – a;               20 puncte   (4 x 5p)
2.  a. – F;   b. – A;   c. – A;    d. – F.      10 puncte   (4 x 2,5p)
SUBIECTUL III – 30 puncte

1.  Structura internă a unui TEC-MOS cu canal indus de tip n şi polarizarea lui. 
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Se acordă 10 puncte pentru desen corect şi complet, astfel: 
2 puncte pentru punerea în evidenţă a grilei izolată de substrat prin stratul de oxid

2 puncte pentru structură, dacă sunt puse în evidenţă cele 3 regiuni alăturate n,p,n formate de sursă, substrat şi drenă.

2 puncte pentru punerea în evidenţă a canalului Indus

2 puncte pentru tensiunea de polarizare   a grilei , +UGS
2 puncte pentru tensiunea de polarizare   a drenei, +UDS.
2.  Pentru graficul caracteristicilor de ieşire se acordă 20 puncte , astfel:
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4 puncte pentru identificarea, pe axe, a fiecărei mărimi de  reprezentat, ID pe ordonată şi -UDS pe abscisă . (2 x 2p)
1 punct pentru specificarea semnului  “ – “ pentru tensiunea UDS  reprezentată pe axă

15 puncte pentru reprezentarea curbelor caracteristicilor: 5caracteristici x 3p uncte. Pentru o caracteristică se acordă câte 3 puncte dacă conţine toate cele 3 puncte grafice de abscisă UDS. Se acordă punctaje parţiale dacă  sunt mai puţin de 3 puncte grafice localizate pentru o caracteristică. Nu se acordă punctaj dacă lipseşte caracteristica. 
Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării
Se vor analiza răspunsurile elevilor şi în funcţie de acestea, se va identifica stadiul de finalizare a temei precum şi nevoile de completare a anumitor informaţii despre TEC-MOS. Dacă se impune se poate reface testul cu unul asemănător. 
Testul 5  – Probă practică şi orală
Modulul: Dispozitive electronice

Competenţe: 

· Identifică dispozitivele electronice discrete. 

· Selectează dispozitivele electronice discrete.
· Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete  într-un montaj.
· Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete
Obiectivele evaluării:

· să recunoască triaculdupă simbol 

· să identifce terminalele triacului
· să precizeze parametrii specifici

· să descrie funcţionarea triacului 
Prezentarea testului  Acest test poate fi folosit la sfârşitul temei Triacul, ca test practic formativ
Tipul testului : probă practică şi orală.

Durata evaluării : 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare.

Necesar de materiale

componente pasive şi active de circuit, surse de tensiune continuă şi alternativă, conductoare de legătură, pistol (ciocan) de lipit, cablaj imprimat, cleşti, fludor.

Enunţ: Realizează practic montajul pentru comanda triacului în c.c. din figura: 
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Ai la dispoziţie:

· componente pasive şi active de circuit: - rezistoare diferite (2,2 KΩ;  4,7 KΩ; 330 KΩ; 500 Ω), comutatoare, triac ( TB6N2)

· surse de tensiune continuă şi reglabilă 0 ÷ 24 V

· surse de tensiune alternativă reglabilă

· conductoare de legătură, pistol (ciocan) de lipit, cablaj imprimat, cleşti, fludor.
· cataloage de componente 

A. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică
1. Selectarea componentelor de circuit conform schemei electrice               1p
2. Identificarea triacului după simbol, aspect fizic şi marcaj                           1p
3. Identificarea terminalelor triacului                                                               1p

4. Conectarea triacului conform schemei date                                               1p
5. Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite                                            1p
B. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală 
1. Descrierea funcţionării triacului                                                                  1p
2. Precizarea parametrilor specifici                                                                1p
3. Analizarea funcţionării schemei date                                                          1p
4. Enumerarea modurilor de comandă aplicabile triacului                              1p

Stabilirea notei finale
Se însumează punctele obţinute la ambele probe. Se acordă 1 punct din oficiu. 
Testul 6  – Probă scrisă
Modulul: Dispozitive electronice

Competenţe: 

· Identifică dispozitivele electronice discrete. 

· Selectează dispozitivele electronice discrete.
· Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete  într-un montaj.
Obiectivele evaluării:

Prezentarea testului 

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-joncţiune . 
Tipul testului: Probă scrisă  care cuprinde – itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,  itemi de completare, itemi cu răspuns scurt.

Durata evaluării – 20 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Fiecare elev va primi o fişă de lucru cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.
Enunţ: 
Pentru fiecare din cerinţele subiectelor 1....6 scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                   
1. Ce conţine schema echivalentă a triacului?                                        (0,5p)
a. două diode legate în paralel

b. două diode legate în antiparalel

c. două tiristoare legate în paralel

d. două tiristoare legate în paralel şi în opoziţie

2. Câte terminale are triacul?                                                                   (0,5p)

a. două 

b. trei

c. patru
3. Cum se comandă amorsarea triacului?                                                (0,5p)

a. cu tensiuni de ambele polarităţi
b. numai cu tensiune pozitivă

c. numai cu tensiune negativă

4. Cum se produce blocarea triacului?                                                     (0,5p)

a. numai atunci când tensiunea dintre anozi este nulă

b. cu tensiune anodică negativă

c. prin schimbarea polarităţii anozilor

5. Câte straturi semiconductoare conţine structura internă a triacului?      (0,5p)

a. trei straturi

b. patru straturi

c. cinci staraturi

6. În ce cadrane apare caracteristica statică a triacului?                           (0,5p)

a. în cadranele I şi II

b. în cadranele I şi III

c. în cadranele II şi IV

d. în cadranele I şi IV

7. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, notând cu A pentru adevăr şi F pentru fals:                                                                                   ( 4 x 0,5p = 2p)
a. Triacul poate fi trecut în stare de conducţie, atât în semiperioada pozitivă, cât şi în semiperioada negativă a curentului alternativ.
b. Pe masură ce scade curentul de comandă aplicat pe poartă, triacul poate bascula la tensiuni anodice din ce în ce mai mici.  
c. Triacul poate fi considerat ca element cu rezistenţă negativă.
d. Triacul are conducţie bidirecţională

8. Definiţi tensiunea de întoarcere sau de amorsare.                                 (1p)
9.  Completaţi, cu cuvintele potrivite, spaţiile libere din enunţul următor:     

                                                                                                  (3 x 0,5p = 1,5p)
Terminalele triacului se numesc : ……(1)……; ……(2)……; …..(3)…….
10. Desenaţi:

a. structura internă, 
b. schema ei echivalentă 
c.  simbolul triacului.  

                                                                                                 (3 x 0,5p = 1,5p)
     Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.     
Barem de corectare şi notare pentru testul 6: 
Din oficiu se acordă 1 punct

1. – d;  2. – b;  3. – a;   4. – a;   5. – c;   6.– b;  -  se acordă  0,5p pentru fiecare răspuns corect .                                                                       (6x 0,5p = 3p)
7.  a. – A;   b – F;   c – A;   d – A. se acordă  0,5p pentru fiecare răspuns corect .   

                                                                                                (4 x 0,5p = 2p)
8. UB0 – tensiunea de întoarcere sau de amorsare este tensiunea anodică în punctul de întoarcere al caracteristicii triacului, tensiunea anodică minimă la care triacul se amorsează fără comandă pe poartă.                                                1 punct
Se acordă 1 punct  pentru răspuns corect şi complet; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 0,5 puncte.

9.  (1) – anod 1;     (2) – anod 2;    (3) – grilă sau poartă  .           (3 x 0,5p = 1,5p)
Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect . Pentru „anod 1 şi 2 ” se acceptă şi alte denumiri consacrate precum electrod 1 şi 2                                                           
10. a. Structura internă          0,5puncte                                         (3 x 0,5p = 1,5p)
      b. schema echivalentă     0,5puncte   

      c.  simbolul                        0,5puncte    
               a.                                      b.                                                 c.
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